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Control of reacting interface
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可視光透過観察法による高温反応界面のリアルタイム観察
Real-time observation of reacting interface at high temperature using visible light transmission
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FZ法によるSiCの低温高速成長技術
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世界最高速での成長
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持続性高温材料プロセス

溶融合金から半導体を創る

マテリアル工学専攻

［溶融合金から半導体を創る―次世代半導体SiC，AlNの溶液成長］
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